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１．概要（Summary） 

自社開発のドライエッチャーのエッチング条件出

し・評価を行うために、レジ煤とパターン付きのウエ

ハーが必要になった。リソグラフィによるレジストパ

ターンの作製にはステッパやスキャナを用いて行う

のが一般的であるが、装置に付属する標準レチクルで

は希望のパターンがなかったり、あっても極小領域で

あった場合には、エッチングプロセス後の評価に必須

の断面化観察にためのウエハー劈開の際に、その位置

が特 定できないなど問題がある。独自に評価用のレ

チクルを作製して実施することも考えたが、条件出 
し・評価の実施中にパターンを再設計するとなると、

時間的に大きな損失となる。電子線描画による直接描

画によるレジストパターンの作製は、パターン設計の

変更などに自由度があり、今回のような評価目的であ

れば有効な方法であるが、ウエハー単位でのレジスト

パターン作製には長時間を要する。しかしながら、成

形露光方式の電子線描画装置では、ステッパほど高速

ではないが、十分な速度で評価用ウエハーを作製でき

る。よって、高速大面積電子線描画装置を用いて評価

用レジストパターンを 2 枚 のウエハー全面に作製し

た。 
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
高速大面積電子線描画装置（F7000S－VD02） 
 

・実験方法 
電子線用レジスト(OEBR－CAP112PM：1.5 μm)を 6

インチ SiC ウェハ－に塗布し、電子線描画によりライン・ア

ンド・スペース（L&S）及びトレンチ構造のパタ－ン（1 μm、

0.5 μm の抜き構造）を形成した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
リソパタ－ニングは、スル－プットの効率等からステッパ

（又はスキャナ）を使用することが多いが、今回のように対

象ウェハ－の枚数が少ないことから、次の理由で電子線

描画装置でのリソ加工を選択した。 
まず、ステッパ等に付属してくるメ－カ－の標準レチク

ルには種々のパタ－ンが設計されているが、目的とするパ

タ－ン（今回の場合、L&S，トレンチ）の領域が 1 ショット内

では小さ過ぎて使用しにくい。特にエッチング後の評価を

する為にウェハ－を破断する際、破断の位置決めが難しく

なる。もちろん専用のレチクルを製造すれば良いが、ウェ

ハ－の枚数が少ない場合、コストパフォ－マンスが悪くな

る。また、レチクルのパタ－ンも固定される為、設計する際、

後々にも使用可能なパタ－ン設計を強いられることになる。

その点、電子線描画装置を使用することで、スル－プット

の問題はありながら、1 ショット内すべて必要なパタ－ンの

み形成でき、目的に適応したウェハ－を得ることができる。

以上が、電子線描画装置によるリソ加工選択の理由であ

った。 
今後、このウエハを用いて、ドライエッチングの条件出し

とその評価を行う予定である。また評価の実施に合わせて、

パターンの再設計も検討する。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
今回の電子線描画オペレ－ションを東京大学武田先端

知ビル、ス－パ－クリ－ンル－ム管理室の澤村智紀様に

技術代行としてお願いし、目的を達成することができまし

た。ここに感謝の意を表します。 
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